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http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=JVTBD9&possible1=Yamashita%2C+Ichiro&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=JVTBD9&possible1=Yamashita%2C+Ichiro&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=JVTBD9&possible1=Ishikawa%2C+Yasushi&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=JVTBD9&possible1=Okigawa%2C+Mitsuru&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true


112) Kazuhiko Endo, Shuichi Noda, Meishoku Masahara, Tomohiro Kubota, Takuya Ozaki, Seiji Samukawa, 
Yongxun Liu, Kenichi Ishii, Yuki Ishikawa, Etsuro Sugimata, Takashi Matsukawa, Hidenori Takashima, Hiromi, 
Yamauchi and Eiichi Suzuki, Fabrication of a Vertical-Channel Double-Gate MOSFET Using a Neutral Beam 
Etching, Japanese Journal of Applied Physics, to be published 
 
 
(2)学位論文 

「電子サイクロトロン共鳴プラズマ法による半導体サブミクロン加工に関する研究」 

博士（工学、慶應義塾大学）平成４年２月５日 

 

(3)総合報告、解説論文等 

 

1.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

核融合学会誌, Vol.71 (1995), pp.690-696. 
 

2.寒川誠二 

特集ＶＬＳＩプロセス技術の最先端、"サブミクロンを加工し埋めるプラズマプロセス技術”。 
電気学会誌, Vol.117(1997), pp.98-102. 
 

3.寒川誠二 

パルス変調プラズマ＝プラズマの制御とそのプロセスへの展開。 

応用物理学会誌, Vol.66, No.3 (1997), pp.550-558.  
 

4.寒川誠二 

ＵＨＦプラズマ。 

核融合学会誌, Vol.74(1998), pp.354-360. 
 
5.寒川誠二 
環境共生型・新ガスケミストリーによる高精度シリコン酸化膜エッチング 
応用物理学会誌, Vol.70, No.4 (2001),pp433-438. 
 
6.寒川誠二 
プラズマエッチングと電子エネルギー分布関数 
核融合学会誌, Vol.77, No.7 (2001),pp 
 
7.寒川誠二 
中性粒子ビームによるダメージフリー高精度プロセス 
応用物理学会誌, Vol.72, No.12(2003),pp1536-1540. 
 



8.寒川誠二 
プラズマのメカニズム極めて、新材料メモリー、ＣＣＤの課題を克服 
日経マイクロデバイス、5月号(2004)pp.87-94. 
 
9.寒川誠二 
新しいビームプロセスによるトップダウン加工＝究極のトップダウン加工を目指して＝ 
表面科学, Vol.25, No.10(2004)pp.618-627. 
 
10.寒川誠二 
損傷を抑える中性粒子ビーム加工、３２nm以降のデバイス特性を改善 
日経マイクロデバイス、２月号(2006)pp81-84. 
 

11.Seiji Samukawa, Hiroto Ohtake and Tetsu Mieno 
Pulse-time-modulated ECR plasma discharge for highly selective, highly anisotropic and charge-free etching. 
NEC research and development, Vol.37(1996), pp.179-190. 
 
12. Yukihiro Ochiai, Shouko Manako, Seiji Samukawa, Kiyoshi Takeuchi and Toyoji Yamamoto 
Nano-electron beam lithography system and its application for 40-nm gate MOSFETs. 
NEC research and development, Vol.37(1996), pp.160-169. 
 
13.Seiji Samukawa and Toshiki Nakano 
New UHF plasma source for large scale etching processes. 
NEC research and development, Vol.37(1996), pp.317-324. 
 
14.Seiji Samukawa, Ken-ichiro Tsuda and Tomonori Mukai 
New Radical Injection Method for High-performance Dielectric Etching. 
NEC research and development, Vol.41 (2000), pp43-50. 
 

(4)専門書執筆 

 

1.高密度プラズマ応用技術（リアライズ社、１９９３）：分担執筆 

2.ULSIデバイスプロセス技術（電子情報通信学会、１９９４）：分担執筆 

3.半導体デバイスプロセスにおけるチャージアップダメージ（リアライズ社、 

   １９９５）：分担執筆 

4.先端材料の化学（化学刊行会、１９９６）：分担執筆 

5.電子イオンビームハンドブック（日刊工業新聞社、１９９７）：分担執筆 

6.ウエーハ表面完全性の創成評価技術（サイエンスフォーラム社、１９９８）：分担執筆 

7.次世代ULSIプロセス技術（リアライズ社、１９９９）：分担執筆 

8.半導体大事典（工業調査会、２０００）：分担執筆 

10.応用物理ハンドブック（丸善、２００１）：分担執筆 



12.薄膜作成応用ハンドブック（NTS、２００3）：分担執筆 

13.エッチング技術の最新動向（EDリサーチ社、２００２） 

14.初歩から学ぶマイクロ波応用技術（マイクロ波応用技術研究会、２００４）：分担執筆 

 

(5)国際会議講演論文(一般講演、招待講演） 

 

1.Seiji Samukawa and Kouhei Eguchi 
The influence of carbonaceous polymer on leakage current in trench isolation. 
8th Symposium on plasma processing, (ECS, Atlanta, 1988). 
 
2.Seiji Samukawa and Kohei Eguchi 
Relation between Al-4%Cu etching condition and post-corrosion. 
1st International microprocess conference, Digests of paper (JSAP, Tokyo, 1988), pp.98-99. 
 
3.Seiji Samukawa 
Damage caused by stored charge during ECR plasma etching. 
2nd International Symposium on ULSI science and technology, (ECS, Los Angels, 1989). 
 
4.Seiji Samukawa, Mark Stark, Chung.W.Chow and Shu Nakajima 
Post-treatment to prevent corrosion of plasma etched Al-Si-4%Cu. 
2nd International Symposium on ULSI science and technology, (ECS, Los Angels, 1989). 
 
5.Seiji Samukawa, Masami Sasaki, Yasuhiro Suzuki and Sumio Mori 
ECR position etching for high selectivity and high rate n+ poly-Si patterning. 
International Symposium on VLSI technologies, Digests of Technical Paper (IEEE, Hawaii, 1990), pp.1-2. 
 
6.Seiji Samukawa 
Perfect selective, highly anisotropic, and high rate ECR plasma etching for n+ poly-Si and WSix/poly-Si. 
International conference on solid state devices and materials (SSDM), Extended abstract of 22nd SSDM (JSAP, 
Sendai, 1990), pp.207-208.    
 
7.Seiji Samukawa 
Super-ECR plasma etching technology for 64 Mbit DRAM. 
3rd International symposium on ULSI science and technology, Extended Abstracts of 179th ECS meeting (ECS, 
Washington, 1991), pp.517. 
 
8. (招待講演) Seiji Samukawa 
ECR plasma etching technology for ULSIs. 
1991 Materials Research Society (MRS) Spring Meeting, MRS Symposium Proceedings, Vol.223(MRS, 
Anaheim, 1991), pp.97. 
 



9. (招待講演) Seiji Samukawa 
ECR etching technology. 
17th Tegal International plasma seminar, (Tegal, San Francisco, 1991). 
 
10.Seiji Samukawa, Tomohiko Toyosato and Etsuo Wani 
400kHz RF biased ECR position etching technology. 
4th International microprocess conference, Proceedings, JJAP series 5 (JSAP, Kanazawa, 1991), pp.192-193. 
 
11.Seiji Samukawa and Tsuyoshi Nakamura 
The effects of magnetic field profile at the ECR position in ECR plasma. 
4th International microprocess conference, (JSAP, Kanazawa, 1991). Proceedings, JJAP series 5 (JSAP, 
Kanazawa, 1991), pp.199-200. 
 
12. (招待講演) Seiji Samukawa 
Optimally stable ECR plasma generation for precise ULSI patterning. 
1992 SPIE Fall meeting, Proceedings of Advanced Technologies for Integrated Circuits Processing 2, Vol.1803 
(SPIE, San Jose, 1992), pp.202. 
 
13.Seiji Samukawa, Tsuyoshi Nakamura, Toshinori Ishida and Akihiko Ishitani. 
Optimally Stable ECR plasma generation for precise ULSI patterning. 
5th International microprocess conference, Digests of Paper (JSAP, Kawasaki, 1992), pp.90-91. 
 
14.Seiji Samukawa, Tsuyoshi Nakamura and Akihiko Ishitani 
Optimally uniform ECR plasma generation for precise patterning. 
9th International symposium on plasma processing, Extended Abstract of ECS Meeting, Vol.92-1 (ECS, St. 
Louis, 1992), pp.105-106. 
 
15.Tsuyoshi Nakamura, Seiji Samukawa, Toshinori Ishida, Akihiko Ishitani and Yutaka Kawase 
High performance multi-coil system for ECR plasma generation. 
5th International microprocess conference, Digests of Paper (JSAP, Kawasaki, 1992), pp.204-205. 
 
16. (招待講演) Seiji Samukawa 
Advanced ECR plasma etching technology for precise ULSI patterning. 
1993 American vacuum society (AVS) topical conference, 2nd International workshop on high-density plasmas. 
and applications, (AVS, San Francisco, 1993). 
 
17.Seiji Samukawa 
Time-modulated ECR plasma discharge for controlling generation of reactive species. 
6th International microprocess conference, Digests of Paper (JSAP, Hiroshima,1993), pp.118-119. 
 



18. (招待講演) Seiji Samukawa 
Pulse-time modulated ECR plasma etching technology for precise ULSI patterning.  
2nd International conference on reactive plasmas, (JSAP, Yokohama, 1994)Ⅲ-3. 
 
19.Seiji Samukawa and Kazuo Terada 
Pulse-time modulated ECR plasma etching for highly selective, highly anisotropic and charge-less poly-Si gate 
patterning. 
1994 International Symposium on VLSI Technologies, Digests of Technical Papers (IEEE, Hawaii, 1994), 
pp.27-28. 
 
 20. (招待講演) Seiji Samukawa 
Pulse-time modulated ECR plasma etching for highly selective, highly anisotropic and charge-less gate 
patterning. 
International conference on photon, electron, ion beams, Paper from 38th International Conference on Photon, 
Electron and Ion Beams, (AVS, New Oliens, 1994), pp.3300-3305.  
 
21. (招待講演)) Seiji Samukawa 
Pulse-time modulated ECR plasma etching for precise patterning.  
26th  International conference on solid sate devices and materials (SSDM), Extended Abstracts of the 1994 
SSDM  (JSAP, Yokohama, 1994), pp.718-719. 
 
22.Seiji Samukawa, Yukito Nakagawa, Tsutomu Tsukada, Hiroyuki Ueyama and Kibatsu Shinohara New UHF 
plasma discharge for large scaled etching processes.  
8th International microprocess conference, Digests of Paper (JSAP, Sendai, 1995), pp.150-151. 
 
23. (招待講演) Seiji Samukawa 
Pulse-time modulated plasma discharge for overcoming limitation of etching processes.  
International workshop on plasma source and surface interactions, Abstracts of paper (IUVSTA, Yamanashi, 
1995), pp.5. 
 
24. (招待講演) Seiji Samukawa and Toshiki Nakano 
New UHF plasma source for large scaled etching processes. 
1995 American vacuum society national meeting, Extened Abstracts of AVS Meeting (AVS, Minneapolis, 
1995), pp.195.    
 
25. (招待講演) Seiji Samukawa 
Pulse-time modulated plasma etching for precise ULSI patterning. 
189th meeting of The Electrochemical Society, Extended Abstract of 189th ECS Meeting, Vol.96-1 (ECS, Los 
Angels, 1996), pp.217.  
 
 



26.Ayumi Yokozawa and Seiji Samukawa 
Simulation for the variations in the negative ion density in a pulse-time-modulated plasma. 
189th meeting of The Electrochemical Society, Extended Abstract of 189th ECS Meeting, Vol.96-1 (ECS, Los 
Angels, 1996), pp.219. 
 
27.Toshiki Nakano and Seiji Samukawa 
Ion and Neutral Temperature in Novel UHF plasma source. 
189th meeting of The Electrochemical Society, Extended Abstract of 189th ECS Meeting, Vol.96-1 (ECS, Los 
Angels, 1996), pp.228. 
 
28.Yasushi Nakahara, Kiyoshi Takeuchi, Toru Tatsumi, Yukinori Ochiai, Shoko Manako, Seiji Samukawa and 
Akio Furukawa 
Ultra-shallow in-situ-doped raised source/drain structure for sub-tenth micron CMOS. 
1996 International Symposium on VLSI Technology, Digests of Technical Paper (IEEE, Hawaii, 1996), 
pp.174-175. 
 
29.Seiji Samukawa, Hiroto Ohtake and Tsutomu Tsukada. 
Low frequency biased UHF plasma etching. 
The 9th international microprocess conference, Digests of Paper (JSAP, kokura, 1996), pp.50-51. 
 
30.Tetsu Mieno, Seiji Samukawa and AyumiYokozawa. 
Properties of strongly electronegative plasma produced at afterglow of ECR chlorine plasma.  
The 5th International Symposium on Double Layers-Potential Formation and Related Nonlinear Phenomena in 
Plasmas, (SPF, Sendai, 1996).  
 
31.Seiji Samukawa, Tetsu Mieno and Hiroto Ohtake 
The Effects of Magnetic Fields for Generation of Negative Ions in Pulse-time Modulated Plasma. 
1996 American Vacuum Society National Symposium, Extended Abstract of AVS meeting (AVS, Philadelphia, 
1996), pp.84. 
 
32. (招待講演) Toshiki Nakano and Seiji Samukawa 
Ion and Neutral Temperature in Various High Density Plasma. 
49th Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American Physical Society, Vol.41, No.6 (APS, Illinois, 
1996), pp.1306. 
 
33. (招待講演) Seiji Samukawa 
A New Etching Method using Positive and Negative Ions in Pulse-time-modulated plasma. 
3rd International Conference on Reactive Plasmas, Conference Proceedings (JSAP, Nara, 1997), pp.513-514. 
 
 
 



34. (招待講演) Seiji Samukawa and Toshiki Nakano 
Advanced Plasma Sources and Precise Etching Processes for Future ULSIs. 
2nd International Conference on Diagnostics of Plasma, Book of paper (German Physical Society, Bad Honnef, 
1997), pp.57-58.   
 
35.Seiji Samukawa and Tsutomu Tsukada 
Effects of Discharge Frequency on Ion Current density and etching Characteristics in High Density Plasma. 
1997 International Conference on MicroProcess and Nanotechnology, Digests of Paper (JSAP, Nagoya, 1997), 
pp.50-51. 
 
36.Haruaki Akashi and Seiji Samukawa  
Dependence of Electron Energy Distributions on Pressure in Low Pressure UHF Plasma. 
1997 International Conference on MicroProcess and Nanotechnology, Digests of Paper (JSAP, Nagoya, 1997), 
pp.52-53. 
 
37.Toshiki Nakano and Seiji Samukawa 
Doppler-Shifted Laser-Induced Fluorescence Diagnostics of Cl2 UHF Plasma. 
1997 International Conference on MicroProcess and Nanotechnology, Digests of Paper (JSAP, Nagoya, 1997), 
pp.54-55. 
 
38.Yukito Nakagawa, Hirosi Nogami, Seiji Samukawa and Tsutomu Tsukada 
Plasma and SiO2 Characteristics Using New type Spokewise Antenna in UHF plasma. 
1997 International Conference on MicroProcess and Nanotechnology, Digests of Paper (JSAP, Nagoya, 1997), 
pp.56-57. 
 
39. (招待講演) Seiji Samukawa 
Effects of Discharge Frequency and UHF Plasma Source for Precise Etching Processes. 
50th Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American Physical Society, Vol.42, No.8 (APS, Wisconsin, 
1997), pp.1725.  
 
40.Toshiki Nakano and Seiji Samukawa 
Diagnostics and simulation study on the relation between EEDF and etching characteristics of UHF plasma. 
1997 American Vacuum Society National Symposium Extended Abstracts of AVS (AVS, San Jose, 1997), 
pp.70. 
 
41.Haruaki Akashi and  Seiji Samukawa 
Pressure Dependence of Electron Energy Distribution Functions in Low Pressure UHF Plasma. 
50th Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American Physical Society, Vol42, N0.8 (APS, Wisconsin, 
1997), pp.1744. 
 
 



42.Yasuo Yamamoto, Ryouhei Yoshida, Masafumi Ito, Masaru Hori, Seiji Samukawa, Tsutomu Tsukada and 
Toshio Goto 
Measurements of Si atom density in UHF silane plasma. 
50th Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American physical Society, Vol.42, No.8 (APS, Wisconsin, 
1997), pp.1753. 
 
43. (招待講演) Seiji Samukawa 
Role of negative ions for high performance etching in pulse-time-modulated plasma. 
4th International conference on reactive plasma/51st Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American 
Physical Society, Vol.43, No.5 (JSAP/GEC, Maui, 1998), pp.1510. 
 
44.Seiji Samukawa and Ken-ichiro Tsuda 
New Radical Injection Method for SiO2 Etching with Non-Perfluorocompound Gas Chemistries. 
4th International conference on reactive plasma/51st Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American 
Physical Society, Vol.43, No.5 (JSAP/GEC, Maui, 1998), pp.1411. 
 
45.Ken-ichiro Tsuda, Hiroto Ohtake and Seiji Samukawa 
Theoretical study on the reactivity of negative ions in high performance etching by using a pulse-time 
modulated plasma. 
4th International conference of reactive plasma/51st Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American 
Physical Society, Vol.43, No.5 (JSAP/GEC, Maui, 1998), pp.1509.   
 
46.Toshiki Nakano and Seiji Samukawa 
Effects of Ar dilution on the optical emission spectra of fluorocarbon ultra-high frequency plasmas. 
4th International conference of reactive plasma/51st Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American 
Physical Society, Vol.43, No.5 (JSAP/GEC, Maui, 1998), pp.1506. 
 
47. (招待講演) Yukito Nakagawa, Tsutomu Tsukada and Seiji Samukawa 
Ultrahigh Frequency plasma for large-scale etching processes. 
4th International conference of reactive plasma/51st Gaseous Electronics Conference, Bulletin of the American 
Physical Society, Vol.43, No.5 (JSAP/GEC, Maui, 1998), pp.1509. 
 
48. (招待講演) Seiji Samukawa 
Recent Trends and Present Issue for Precise ULSI Patterning. 
19th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Abstracts of Invited 
Lectures and Progress Reports (University of Belgrade, Yugoslavia, 1998), pp.315.  
 
49.Seiji Samukawa, Hiroto Ohtake and Ko Noguchi 
Charge-free and Dopant Dependence-Free by Non-Mawellian Electron Energy Distributions in UHF Plasma. 
1998 International Conference on Solid State Device and Materials (SSDM), Extended Abstracts of SSDM 
(JSAP, Hiroshima, 1998), pp.20. 



50.Vincent M.Donnelly, Mikhail V. Malyshev and Seiji Samukawa 
Comparison of Cl and Cl2 concentrations and electron temperatures measured by trace rare gases optical 
emission spectroscopy. =UHF vs. ICP= 
1998 American Vacuum Society National Symposium , Extended Abstracts of AVS (AVS, Baltimore, 1998), 
pp.31 
 
51.Mikhail V.Malyshev, Vincent M.Donnelly and Seiji Samukawa 
Diagnostics of pulsed plasmas and use of pulsed plasma as a diagnostics tool. 
1998 American Vacuum Society National symposium, Extended Abstracts of AVS (AVS, Baltimore, 1998), 
pp.67. 
 
52.Seiji Samukawa, Tomonori Mukai and Ken-ichiro Tsuda 
Proposal of new gas chemistries for high performance SiO2 etching in high density, low pressure plasma. 
International Workshop on Development of Thin Film for Future ULSI’S and Nano-Scale Process Integration  
(Japan Society for Promotion of Science, Nagoya, 1998). 
 
53.Seiji Samukawa, Ko Noguchi, Mikhail V. Malyshev, Vincent M.Donnelly and Jennifer Collonel 
Charge-free Al electrode etching in pulse-time-modulated ICP. 
197th meeting of The Electrochemical Society, Extended Abstract of 197th ECS Meeting (ECS, Seattle, 1999) , 
pp.249. 
 
54. (招待講演) Seiji Samukawa, Tomonori Mukai and Ken-ichiro Tsuda 
New Radical Control Method for High-performance SiO2 etching. 
197th Spring meeting of The Electrochemical Society, Extended Abstract of 197th ECS Meeting (ECS, Seattle, 
1999), pp.246. 
 
55. (招待講演) Mikhail V.Malyshev, Vincent M.Donnelly, Jennifer I.Colonell and Seiji Samukawa 
Plasma Diagnostics and Charging Damage. 
4th International Symposium on Plasma Process-Induced Damage, Proceedings of P2ID (AVS, Monterey, 1999), 
pp.149. 
 
56.Hiroto Ohtake, Seiji Samukawa, Ko Noguchi, Hidekazu Iida, Arthur Sato and Xue-yu Qian 
Trenching-free and topography-dependent-charging-free Gate-electrode Patterning on a Thin Gate Oxide by 
Pulse-time-modulated Plasma Etching. 
4th International Symposium on Plasma Process-Induced Damage, Proceedings of P2ID (AVS, Monterey, 1999), 
pp.37. 
 
57.Seiji Samukawa, Tomonori Mukai and Ko Noguchi 
New Radical Injection Method for High-Performance and Chargeless Dielectric Etching.  
1999 International Symposium on VLSI Technology, Digests of Technical papers  (IEEE, Kyoto, 1999), 
pp.125-126. 



58. (招待講演) Seiji Samukawa and Tomonori Mukai 
New Gas Chemistries for Control of Dissociation and Ionization in Fluorocarbon Plasmas. 
International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, Abstracts of EMS 99 (ICPEAC, Tokyo, 
1999), pp.76. 
 
59. (招待講演) Seiji Samukawa 
High-performance and damage-free plasma etching for future ULSI patterning. 
International conference on Micro and Nano-Engineering 99 (MNE, Rome, 1999). 
 
60.Seiji Samukawa and Tomonori Mukai 
Chemical Bonding Arrangement Approach for Selective Radical Generation in High Density Fluorocarbon 
Plasma. 
AVS 46th International Symposium  (AVS, Seattle, 1999). 
 
61. (招待講演) Ko Noguchi, Seiji Samukawa, Hiroto Ohtake and Tomonori Mukai 
Characterization of Process-induced Damage in scaled-down Devices and Reliability Improvement using 
Time-Modulated Plasma. 
AVS 46th International Symposium  (AVS, Seattle, 1999). 
 
62. (招待講演) Mikhail V.Malyshev, Vincent M.Donnelly, Jennifer I.Colonel and Seiji Samukawa 
Power Modulated Inductively Coupled Plasmas. 
AVS 46th International Symposium  (AVS, Seattle, 1999). 
 
63.Ken Tokashiki, Eeiichi Soda, Hiroto Ohtake, Seiji Samukawa and Hironobu Miyamoto 
Effects of Pulse Duration on Charging Damage in Pulse Modulated Inductively Coupled Plasma Metal Etching 
Tool. 
The 196th fall meeting of the Electrochemical Society (ECS, Honolulu, 1999).  
 
64. (招待講演) Seiji Samukawa 
New radical control method for high-performance SiO2 etching. 
International Workshop on Basic Aspects of Non-equilibrium Plasmas Interacting with Surfaces  (JSAP,  
Nagasaki, 2000). 
 
65.（招待講演）Seiji Samukawa 
High-Performance Silicon Dioxide Etching for High-Aspect Contact Holes 
AVS 47th International Sympsoium (AVS, Boston, 2000). 
 

66.（招待講演）Seiji Samukawa 

High-Performance Silicon Dioxide Etching for High-Aspect Contact Holes 
Taiwan Dikin Seminar (National Chiao Tung University, Hsin Chu, 2001) 
 



67.Seiji Samukawa, Keisuke Sakamoto and Katsunori Ichiki,  
High Performance Neutral Beam Generation System for  Precise Etching Processes 
International Conference on Phenomena in Ionized Gases (JSAP, Nogoya, 2001) 
 
68.（招待講演）Seiji Samukawa 
Development of high-density plasma reactor for high-performance plasma processing and future prospects 
International Workshop on Physical Basis of Low Temperature Plasma Applications (Keio University, Hakone, 
2001) 
 
69.Seiji Samukawa, Keisuke Sakamoto and Katsunori Ichik,  
High Performance Neutral Beam Generation Using Inductively Coupled Plasma 
AVS 48th International Sympsoium (AVS, San Francisoco, 2001). 
 
70.Shinya Kumagai, Jichel Bea, Mitsumasa Koyanagi and Seiji Samukawa 
On-Wafer Monitoring for Conductivity of Sidewall-Deposited Polymer in SiO2 Contact Holes. 
AVS 48th International Sympsoium (AVS, San Francisoco, 2001). 
 
71.Keisuke Sakamoto, Katsunori Ichiki and Seiji Samukawa 
High Performance Neutral Beam Generation Using Negative Ions for Precise Etching Processes 
1st International Symposium on Dry Process (IEEJ, Tokyo, 2001) 
 
72.Yasusi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, Shinya Kumagai and Seiji Samukawa 
Reduction of Vacuum-Ultraviolet Radiation Damage in Pulse-Time-Modulated Plasma 
1st International Symposium on Dry Process (IEEJ, Tokyo, 2001) 
 
73.(招待講演)Seiji Samukawa 
Control of Reactive Species in Plasma Etching processes 
The 3rd International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications (AIP, Gatlinburg, 2002) 
 
74.Seiji Samukawa, Keisuke Sakamoto and Kastunori Ichiki,  
High-performance and Damage-free neutral Beam etching 
2002 7th International Symposium on Plasma- and Process-Induced damage (AVS, Maui, 2002) 
 
75.Mitsuru Okigawa, Yasushi Ishikawa, Shinya Kumagai and Seiji Samukawa 
Reduction of Ultra-Violet-radiation induced Damage and Its Time-Resolved Measurement Using 
Pyulse-Time-Modulated Plasma. 
2002 7th International Symposium on Plasma- and Process-Induced damage (AVS, Maui, 2002) 
 
76.Tadashi Shimmura, Sinnosuke Soda, Mitsumasa Koyanagi, Kazuhiro Hane and Seiji Samukawa 
On-wafer Monitoring for Conductivity of Sidewall in SiO2 Contact Holes 
2002 7th International Symposium on Plasma- and Process-Induced damage (AVS, Maui, 2002) 



77.Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa and Seiji Samukawa 
Effects of Pulse-Time-Modulated Plasma for Reduction of Plasma Radiation Damage in SiO2 
2nd International Symposium on Dry process (IEEJ, Tokyo, 2002) 
 
78.Sinnosuke Soda, Mitsumasa Koyanagi, Kazuhiro Hane and Seiji Samukawa 
On-wafer Monitoring for Conductivity of Sidewall in SiO2 Contact Holes 
2nd International Symposium on Dry process (IEEJ, Tokyo, 2002) 
 
79.Sinnosuke Soda, Tadashi Shimmura, Seiji Samukawa, Mitsumasa Koyanagi and Kazuhiro Hane 
On-Wafer Monitoring of Electrical Conductivity of Sidewall deposited Polymer in SiO2 Etching Processes 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
80.Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, Shinya Kumagai and Seiji Samukawa 
Reduction of Vacuum Ultraviolet Light and its Induced Damages in SiO2 Using Pulse-Time-Modulated Plasma 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
81.S.Samukawa, K.Sakamoto, K.Ichiki 
High-Performance Damage-free Neutral Beam Etching Processes 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
82.T. Nakano, S. Kumagai, and S. Samukawa 
Electron Energy Distribution of C2F4/CF3I Ultrahigh Frequency and Inductively Coupled Plasmas 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
83.H. Ohtake and S. Samukawa 
Negative Ion Generatio and Charge-free SiO2 Etching in Pulsed C2F4/ CF3I Plasma 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
84.S.Kumagai, T. Nakano, V.M.Donnelly and S. Samukawa 
Electron Beam Injected Ultrahigh-frepuency Plasma for Superior Plasma Processing 
International Semiconductor Technology Conference ISTC 2002 of Electrochemical Society 
 
85.H. Ohtake, H. Ishihara, T. Fuse, A. Koshiishi, and S. Samukawa 
Effects of Ar Gas Dilution on Precise SiO2 Etching using C2F4/ CF3I Plasma 
AVS 49th International Symposium 
 
86.Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, and Seiji Samukawa 
Reduction of Plasma-induced-currents and E’ centers in SiO2 film Induced by Vacuum-Ultraviolet Plasma 
AVS 49th International Symposium 
 



87.(招待講演)T. Nakano, and S. Samukawa 
Electron Energy Distribution of C2F4/CF3I Ultrahigh-Frequency and Inductively Coupled Plasmas 
AVS 49th International Symposium 
 
88.M. Okigawa, Y. Ishikawa, S. Kumagai and S. Samukawa 
Plasma-Induced-Interface-State Formation in MNOS and its Suppression Using Pulse-Time-Modulated Plasma 
AVS 49th International Symposium 
 
89.T. Shimmura, S. Soda, S. Samukawa, M. Koyanagi and K. Hane 
Electrical conductivity of sidewall deposited fluorocarbon in SiO2 contact holes 
AVS 49th International Symposium 
 
90.S. Samuawa, K. Sakamoto and K. Ichiki 
Generating High-efficiency Neutral Beams by Using Negative Ions in an Inductively Coupled Plasma Source 
AVS 49th International Symposium 
 
91.Mitsuru Okigawa, Yasushi Ishikawa, and Seiji Samukawa: Reduction of Plasma-Radiation-Induced Interface 
States for Plasma Processes of Charge-Coupled-Device Image Sensors Using Pulse-Time-Modulated, 8th 
International Conference on Plasma and Process Induced Damage, Vol. No. F-5, (2003). 
 
92.(招待講演)Seiji Samukawa: High-Performance and Damage-free Plasma Etchings for Future ULSI Devices, 
16th International Symposium on Plasma Chemistry, Vol. No., (2003). 
 
93.Shuichi Noda, Hirotomo Nishimori, Tohru Ida, Tsunetoshi Arikado, Katsunori Ichiki, and Seiji Samukawa: 
Neutral Beam Etching for Damage-free 50 nm Gate Electrode Patterning, The 2003 International Conference 
on Solid State Devices and Materials, Vol. No. P3-12, (2003), 472-473. 
 
94.Shinya Kumagai, Toshiaki Shiraiwa, and Seiji Samukawa: Highly Anisotropic and Corrosion-less PtMn 
Etching using Negative Ions in Pulse-Time-Modulated Chlorine Plasma, The 2003 International Conference on 
Solid State Devices and Materials, Vol. No. P10-9, (2003), 656-657. 
 
95.Nobuhiko Inoue, Hiroto Ohtake, Takuya Ozaki, Eiichi Soda, Kazuaki Inukai, and Seiji Samukawa: 
Low-damage Processes for Low-k Film using Advanced Neutral Beams, International Symposium on Dry 
Process, Vol. No., (2003), 127-132. 
 
96.Yuya Suzuki, Tadashi Shinmura, Mitsumasa Koyanagi, Kazuhiro Hane, and Seiji Samukawa: Mitigation of 
Accumulated Electric Charge by Deposited Fluorocarbon Film during SiO2 Etching, International Symposium 
on Dry Process, Vol. No., (2003), 265-270. 
 
 
 



97.Takeshi Kawae, Youichi Minemura, Seiichi Fukuda, Tomoyuki Hirano, Yoshimune Suzuki, Masaki Saito, S. 
Kadomura, and Seiji Samukawa: Drastically Improved NBTI Lifetime By Periodic Plasma Nitridation for 90 
nm Mobile Applications at Low Voltage Operation, International Workshop on Gate Insulator 2003, Vol. No., 
(2003), 146-149. 
 
98.Shuichi Noda, Seiji Samukawa, Hirotomo Nishimori, Tsunetoshi Arikado, and Katsunori Ichiki: 50 nm Gate 
Electrode Patterning using A Neutral Beam Etching System, AVS 50th International Symposium, Vol. No., 
(2003). 
 
99.Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, Satoshi Yamasaki, and Seiji Samukawa: Reduction Mechanism of 
VUV Radiation Damages in Pulse-Time-Modulated Plasma Processes, AVS 50th International Symposium, Vol. 
No., (2003). 
 
100.Hiroto Ohtake, Nobuhiko Inoue, Takuya Ozaki, and Seiji Samukawa: Low Damage Low-k Film Etching 
using Advanced Neutral Beams, AVS 50th International Symposium, Vol. No., (2003). 
 
101.Tadashi Shimmura, Shinnosuke Soda, Mitsumasa Koyanagi, Kazuhiro Hane, and Seiji Samukawa: In-Situ 
On-wafer Monitoring for Charge Build-up Voltage during Plasma Process, AVS 50th International Symposium, 
Vol. No., (2003). 
 
102.（招待講演）Seiji Samukawa, High-performance and Damage-free Neutral Beam Processes for Future 
Nano-devices, Interinationa Symposium on MEMS (Taipei, November, 2003). 
 
103.Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, Yoshinari Ichihashi, and Seiji Samukawa: Drastically Reduced Dark 
Current by Pulse-Time-Modulated Plasma for Precise Micro Lens Fabrication in Highly Sensityve CCD Image 
Sensor, International Electron Devices Meeting, Vol. No., (2003), 393-396. 
 
104.Youichi Minemura, Takeshi Kawae, Seiichi Fukuda, and Seiji Samukawa: Control of Nitrogen Depth 
Profile in Ultra Thin SiON Film Formed By Pulse-Time-Modulated Plasma Nitridation, International Workshop 
on Plasma Nano-Technology and Its Future Vision, Vol. No., (2004), P-27. 
 
105.Tomohiro Kubota, Tomohiro Baba, Hiroyuki Kawashima, Yukiharu Uraoka, Takashi Fuyuki, Ichiro 
Yamashita, and Seiji Samukawa: A 7-nm Nanocolumn Fabricated by Using a Ferritin Iron-Core Mask and Low 
Energy Cl Neutral Beams, International Workshop on Plasma Nano-Technology and Its Future Vision, Vol. No., 
(2004), P-33. 
 
106. Yasushi Ishikawa, Yuji Katoh, Yoshinari Ichihashi, Mitsuru Okigawa  and Seiji Samukawa: Controlling of 
UV Radiation Damages for the High Sensitive CCD Image Sensor, The 2004 International Conference on Solid 
State Devices and Materials, P3-4(2004).pp.452-453. 
 
 



107. S. Noda, Y. Hoshino, T. Ozaki and S. Samukawa; Highly Anisotropic and Damage-free Gate Electrode 
Patterning in Neutral Beam Etching Using F2 Based Gas Chemistry, International Symposium on AVS, 
PS2-MoM5(Anaheim, 2004). 
 
108. T. Baba, T. Kubota, Y. Uraoka, T. Fuyuki, I. Yamashita and  S. Samukawa, Fabrication of 7nm High 
Aspect Ratio Nanocolumns by Low Energy Neutral Beam Etching using Ferritin Iron-Core Mask, International 
Symposium on AVS , PS1-WeM5(Anaheim, 2004). 
 
109. K. Ishikawa, Y. Yamazaki, S. Yamasaki, T. Ozaki, Y. Ishikawa, S. Noda, and S. Samukawa, Using In-vacuo 
Electron-Spin-Resonance and Infrared Spectroscopy Technique in the Analysis of Surface Reactions of Low-k 
films during/after Plasma Processes,  International Symposium on AVS ,  PS1-MoM6(Anaheim, 2004). 
 
110. Y. Suzuki, T. Shimmura and S. Samukawa, Real-time Monitoring of Charge Accumulated during SiO2 
Etching using Pulse-Time-Modulated-Plasma, International Symposium on AVS, PS-WeA4(Anaheim, 2004). 
 
111. M. Okigawa, Y. Ishikawa, Y. Katoh and S. Samukawa, Controlling of UV Radiation Damages using 
On-wafer Monitoring Technique, International Symposium on AVS , PS-TuP15(Anaheim, 2004). 
 
112. Y. Ishikawa, T. Ishida and S. Samukawa, The Low Damage Surface Modification of the Self-assembled 
monolayer by the N2 Neutral Beam Irradiation,  International Symposium on AVS , PS+BI-FrM9(Anaheim, 
2004). 
 
113.(招待講演) S.Samukawa, Damage-free and High-performance Plasma Etchings for ULSIs, International 
Workshop on Optical and Electronic Device Technology for Access Network, (Leuven, 2004). 
 
114.(招待講演) S.Samukawa, High Performance and Damage-free Neutral Beam Etching Processes for 
Advanced ULSI Devices, the 2004 International Conference on Solid-State and Integrated-Circuit Technology , 
B4.3 ( Beijin, 2004). 
 
115.Y. Katou, Y.Ishikawa, M.Okigawa and S.Samukawa, Prediction of UV Radiation Damages in Several 
Insulator Films Using On-wafer Monitoring Technique, International Symposium on Dry Process, 
(2004)pp.205-209. 
 
116.(招待講演) S.Samukawa, S.Noda and T.Kubota, Advanced Neutral Beam Etching for Future Nao-Scale 
Devices, International Symposium on Dry Process, (2004)pp.253-260. 
 
117.T.Kubota, T.Baba, H.Kawashima, Y.Uraoka, T.Fuyuki, I.Yamashita and S.Samukawa, Fabrication of 7-nm 
Nanocolumn Structure Using Ferritin Iron-Core Masks and Highly Anisotropic Neutral Beam Etching, 
International Symposium on Dry Process, (2004)pp.305-310. 
 



118.(招待講演)S.Samukawa, Ultimate Top-down Etching using Advanced Neutral Beam, 8th SEMI 
MicroSystem/MEMS Seminor, (2004)pp.103-108. 
 
119.(招待講演)S.Samukawa, High-performance and damage-free plasma etching for future ULSI devices, 3rd 
EU/Japan Joint Symposium on Plasma Processing (2005, Slovakia). 
 
120.(招待講演)S.Samukawa, High-performance and damage-free plasma etching for future ULSI devices, 
2005 International Seminor in Semicon Korea (2005, Souel). 
 
121.Tomohiro Kubota, Jem-Kun Chen, Yukiharu Uraoka, Takashi Fuyuki, Ichiro Yamashita, Satoshi Yamasaki, 
and Seiji Samukawa, Fabrication of Defect-Free Sub-10 nm Si Nanocolumn for Quantum Effect Devices Using 
Cl Neutral Beam Process, The 2005 International Conference on Solid State Devices and Materials, G-5-1 
(Kobe, 2005) 
 
122.Suguru Saito, Tomohiro Kubota, Kazuhiko Endo, and Seiji Samukawa, Damage-free silicon etching by 
neutral beam, Second International Symposium on Transdisciplinary Fluid Integration, P-02 (Hyuga, 2005) 
 
123.Jem-Kun Chen, Tomohiro Kubota, Yukiharu Uraoka, Takashi Fuyuki, Ichiro Yamashita, and Seiji 
Samukawa, Fabrication of Defect-free Sub-10nm Si Nanocolumn using Cl Neutral Beam, AVS 52nd 
International Symposium & Exhibition, NS1-MoM4, (Boston, 2005) 
 
124.Yuji Kato, Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, and Seiji Samukawa, Prediction of Plasma UV Radiation 
Damages Using On-wafer Monitoring Sensors, AVS 52nd International Symposium & Exhibition, PS-MoM10, 
(Boston, 2005) 
 
125.Chihiro Taguchi, Seiichi Fukuda, Shuichi Noda, and Seiji Samukawa, Extremely Thin Silicon Oxide 
Formation Using Pulse-Time-Modulated Oxygen Neutral Beam, AVS 52nd International Symposium & 
Exhibition, PS-MoP12, (Boston, 2005) 
 
126.Kenji Ishikawa, Yuuichi Yamazaki, Satoshi Yamasaki, Shuichi Noda, Yasushi Ishikawa, and Seiji 
Samukawa, Vacuum-Ultraviolet Photon Irradiation Effects in Fluorocarbon Plasmas on SiO2 Etching Surface 
Reactions using In vacuo Electron-Spin-Resonance, AVS 52nd International Symposium & Exhibition, 
PS-TuA6, (Boston, 2005) 
 
127.Yasushi Ishikawa, Takao Ishida, and Seiji Samukawa, Surface Nitridation of Terphenyl Methane Thiol 
Self-assembled Monolayer Using N2 Neutral Beam Process, AVS 52nd International Symposium & Exhibition, 
SS-TuP8, (Boston, 2005) 
 
128.Shuichi Noda, Takuya Ozaki, and Seiji Samukawa, Damage-free MOS Gate Electrode Patterning on Thin 
HfSiON Film Using a Neutral Beam Etching, AVS 52nd International Symposium & Exhibition, PS-WeM9, 
(Boston, 2005) 



 
129.Seiichi Fukuda, Chihiro Taguchi, Yuji Kato, Yasushi Ishikawa, Shuichi Noda, and Seiji Samukawa, 
Damage-free Ultrathin Oxynitride Films Formed Using Pulse-Time-Modulated Nitrogen Plasma, AVS 52nd 
International Symposium & Exhibition, PS-WeM11, (Boston, 2005) 
 
130.Kazuhiko Endo, Shuichi Noda, Meishoku Masahara, Tomohiro Kubota, Takuya Ozaki, Seiji Samukawa, 
Yongxun Liu, Kenichi Ishii, Yuki Ishikawa, Etsuro Sugimata, Takashi Matsukawa, Hidenori Takashima, Hiromi 
Yamauchi, and Eiichi Suzuki, Damage-Free Neutral Beam Etching Technology for High Mobility FinFETs, 
2005 IEEE International Electron Device Meeting, 34.5, (Washington DC, 2005) 
 
131.Chihiro Taguchi, Toru Ikoma, Seiichi Fukuda, Shuichi Noda, and Seiji Samukawa, Extremely Thin Silicon 
Oxide Formation Using Pulse-Time-Modulated Oxygen Neutral Beam, IFS-JAXA Joint Symposium on 
Advanced Fluid Information, P-22, (Sendai, 2005) 
 
132.Kazuhiko Endo, Shuichi Noda, Meishoku Masahara, Tomohiro Kubota, Takuya Ozaki, Seiji Samukawa, 
Yongxun Liu, Kenichi Ishii, Hidenori Takashima, Etsuro Sugimata, Takashi Matsukawa, Hiromi Yamauchi, 
Yuki Ishikawa, and Eiichi Suzuki, Damage-free Fabrication of FinFETs using a Neutral Beam Etching, 6th 
International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-2A-36 
(Matsushima, 2006) 
 
133.Seiichi Fukuda, Chihiro Taguchi, Yuji Kato, Yasushi Ishikawa, Shuichi Noda, and Seiji Samukawa, 
Damage-free Ultrathin Oxynitride Films Formed Using Pulse-Time-Modulated Nitrogen Plasma, 6th 
International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-3A-27 
(Matsushima, 2006) 
 
134.Yoshinari Ichihashi, Yasushi Ishikawa, Yuji Kato, Ryu Shimizu, Mitsuru Okigawa, and Seiji Samukawa, 
Noise reduction effects of Pulse-time-modulated plasma etching on CCD microfabrication process, 6th 
International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-3A-37 
(Matsushima, 2006) 
 
135.Kenji Ishikawa, Yuichi Yamazaki, Satoshi Yamasaki, Shuichi Noda, Yasushi Ishikawa, and Seiji Samukawa, 
Plasma Emission Irradiation Effects on Etching Surface Reactions: Analysis using in-vacuo 
Electron-Spin-Resonance Technique, 6th International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium 
on Plasma Processing, P-2A-38 (Matsushima, 2006) 
 
136.Yasushi Ishikawa, Takao Ishida, and Seiji Samukawa, The low damage surface modification of the 
self-assembled monolayer by the N2 neutral beam irradiation, 6th International Conference on Reactive Plasmas 
and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-2B-09 (Matsushima, 2006) 
 
 
 



137.Yuji Kato, Yasushi Ishikawa, Mitsuru Okigawa, and Seiji Samukawa, Prediction of Plasma UV Radiation 
Damages Using On-wafer Monitoring Sensors, 6th International Conference on Reactive Plasmas and 23rd 
Symposium on Plasma Processing, P-3B-04 (Matsushima, 2006) 
 
138.Tomohiro Kubota, Suguru Saito, Jem-Kun Chen, Yukiharu Uraoka, Takashi Fuyuki, Ichiro Yamashita, and 
Seiji Samukawa, Fabrication of Defect-free Sub-10nm Si Nanocolumn using Cl Neutral Beam, 6th 
International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, G-6A-4 
(Matsushima, 2006) 
 
139.Shuichi Noda, Takuya Ozaki, and Seiji Samukawa, Charge-free MOS Gate Electrode Patterning on Using a 
Novel Neutral Beam Etching, 6th International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on 
Plasma Processing, G-3A-2 (Matsushima, 2006) 
 
140.Chihiro Taguchi, Seiichi Fukuda, Shuichi Noda, and Seiji Samukawa, Extremely Thin Silicon Oxide 
Formation Using Pulse-Time-Modulated Oxygen Neutral Beam, 6th International Conference on Reactive 
Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-3A-26 (Matsushima, 2006) 
 
141.(招待講演)Tomonori Mukai, Hiromitsu Hada, Shuichi Tahara, Hiroaki Yoda, and Seiji Samukawa, 
High-performance and damage-free magnetic film etching using pulse-time-modulated Cl2 plasma, 6th 
International Conference on Reactive Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, A-1A-3 
(Matsushima, 2006) 
 
142.Yuichi Yamazaki, Kenji Ishikawa, Norikazu Mizuochi, Seiji Samukawa, and Satoshi Yamasaki, Structural 
damage of diamond by oxygen ion beam exposure, 6th International Conference on Reactive Plasmas and 23rd 
Symposium on Plasma Processing, G-3A-5 (Matsushima, 2006) 
 
143.Masaharu Shiratani, Takao Kaji, Kazunori Koga, Yukio Watanabe, Tomohiro Kubota, and Seiji Samukawa, 
Plasma anisotropic CVD of high purity Cu using Cu(hfac)2, 6th International Conference on Reactive Plasmas 
and 23rd Symposium on Plasma Processing, G-4A-8 (Matsushima, 2006) 
 
144.Jyh-Hua Ting, Chin-Yan Su, Fuang-Yuan Huang, Cho-Lun Hsu, and Seiji Samukawa, Effect of plasma 
power and plasma sheath on the field emission properties of CNTs, 6th International Conference on Reactive 
Plasmas and 23rd Symposium on Plasma Processing, P-3A-15 (Matsushima, 2006) 
 
145.（招待講演）Seiji Samukawa, Ultimate top-down etching processes using advanced neutral beam for future 
nano-scale devices, 4th International Workshop on Basic Aspects of  Nonequilibrrium Plasmas Interracting 
with Surfaces (Negative Ions, their function and designability) and 4th EU-Japan Symposium on Plasma 
Processes, (Kawaguchi-ko, 2006). 
 
 



 (5)国内学会研究会での招待講演 

 

1.寒川誠二 

ECRプラズマエッチング技術。 
第８回プラズマプロセシング研究会（応用物理学会、名古屋、1991）。 

 

2.寒川誠二 

ECRプラズマ状態とエッチング現象。 
日本学術振興会/プラズマ材料科学第153委員会、第１３回研究会（日本学術振興会、広島、1991）。 

 

3.寒川誠二 

ECRプラズマ中のイオン運動方向とエッチング現象。 
電気学会放電研究会, (電気学会、東京、1991)。 

 

4.寒川誠二 

ECRプラズマエッチング技術。 
日本工業振興協会／スパッタリングプラズマプロセシング部会、(日本工業振興協会、東京、1992)。 

 

5.寒川誠二 

高精度エッチングための安定、均一ECRプラズマ生成。 
セミテクノロジセミナー、(セミインターナショナル、東京、1992）。 

 

6.寒川誠二 

高精度ECRプラズマエッチング。 
プラズマ材料科学シンポジウム、（日本学術振興会、東京、1993）。 

 

7.寒川誠二 

高精度ECRプラズマエッチング。 
電気学会／超微細製造技術専門委員会シンポジウム、（電気学会、千葉、1993）。 

 

8.寒川誠二 

超LSIにおける高精度プラズマエッチング技術。 
プラズマ核融合学会専門講習会、（プラズマ核融合学会、福岡、1993)。 

 

9.寒川誠二 

高密度プラズマによる高精度エッチング。 

国際真空展セミナー、（真空協会、千葉、1993）。 

 

 

 



10.寒川誠二 

プラズマエッチングの現状と課題。 

日経マイクロデバイスセミナー、（日経マグロヒル社、東京、1994)。 

 

11.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

応用物理学会東海支部若手セミナー、（応用物理学会、名古屋、1994)。 

 

12.寒川誠二 

プラズマエッチングにおけるチャージアップ現象とその抑制。 

第１２回プラズマプロセシング研究会、（応用物理学会、仙台、1995）。 

 

13.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

1995春応用物理学会シンポジウム、（応用物理学会、神奈川、1995)。 
 

14.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

セミコン関西技術セミナー、（セミインターナショナル、京都、1995)。 

 

15.寒川誠二 

パルス変調プラズマ。 

真空協会例会、（真空協会、東京、1995)。 

 

16.寒川誠二 

プラズマエッチングにおける新しい展開、UHFプラズマとタイムモジュレーションプラズマ。 

セミテクノロジーシンポジウム、（セミインターナショナル、千葉、1995)。 

 

17.寒川誠二、大竹浩人、横沢亜由美 

タイムモジュレーションECRプラズマによる負イオン生成とチャージフリーエッチング。 
1996年春応用物理学会シンポジウム、（応用物理学会、埼玉、1996)。 
 

18.寒川誠二 

高密度プラズマエッチングにおける現状と将来展望。 

第５０回半導体集積回路シンポジウム（電気化学協会、東京、1996)。 

 

19.寒川誠二 

高密度プラズマ源におけるイオン速度分布。 

応用物理学会東海支部若手セミナー（応用物理学会、名古屋、1996）。 

 



20.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマとUHFプラズマ。 
電気学会放電研究グループシンポジウム（電気学会、東京、1996）。 

 

21.寒川誠二 

半導体製造へのプラズマ応用の現状と課題。 

応用物理学会九州支部特別講演（九州大学、博多、1996）。 

 

22.寒川誠二 

パルス変調プラズマにおける負イオンの生成とチャージフリーエッチング。 

応用物理学会中国四国支部特別講演会（広島大学、広島、1996）。 

 

23.寒川誠二 

パルス変調プラズマにおけるチャージングフリーエッチング。 

応用物理学会電子応用物性分科会セミナー（応用物理学会、東京、1996）。 

 

24.寒川誠二 

パルス変調プラズマとは？。 

応用物理学会スクール（応用物理学会、九州、1996）。 

 

25.寒川誠二 

超LSIにおける高精度プラズマエッチング技術。 

電子衝突プラズマプロセシング研究会（物理学会原子衝突研究協会、山口宇部、1996）。 

 

26.寒川誠二 

パルス変調によるプラズマ制御とプラズマプロセスへの展開。 

プラズマエレクトロニクス講習会（応用物理学会、日吉、1996）。 

 

27.寒川誠二 

パルス変調プラズマによる負イオン生成と高精度エッチング。 

第７回粒子線の先端的応用技術に関するシンポジウム（粒子技術懇談会、東京、1996）。 

 

28.寒川誠二 

次世代高精度エッチング技術。 

微精細構造プロセス／デバイス専門委員会（日本電子工業振興協会、東京、1996）。 

 

29.寒川誠二 

大口径対応UHFプラズマ源。 

スパッタリング及びプラズマプロセス技術部会第５５回定例会（日本工業技術振興協会、東京、1997）。 

 



30.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる負イオン生成と高精度エッチング。 

1997年春応用物理学会シンポジウム、（応用物理学会、東京、1997)。 

 

31.寒川誠二 

UHFプラズマによる大口径高精度エッチング。 
電気学会専門調査委員会（電気学会、東京、1997)。 

 

32.寒川誠二 

放電周波数の効果とUHFプラズマによる高精度エッチング。 

日本学術振興会153委員会（日本学術振興会、東京、1997), pp.21。 
 

33.寒川誠二 

放電周波数の効果とUHFプラズマによる高精度エッチング。 

日本学術振興会、未来開拓学術研究推進事業研究プロジェクト第３回研究会（日本学術振興会、名

古屋大学、1998)。 

 

34.寒川誠二 

プラズマ中電子エネルギー分布制御による活性種制御とエッチング特性。 

物理学会原子衝突協会（宇宙研究所、神奈川、1998）。 

 

35.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

1998年秋応用物理学会シンポジウム、（応用物理学会、広島、1998）。 
 

36.寒川誠二 

高密度プラズマエッチング機構。 

フロンティアプロセス98、（プラズマプロセスパナシアの会、葉山、1998）。 
 

37.寒川誠二 

パルスプラズマの特徴と利用。 

日本真空協会例会（日本真空協会、東京、1998）。 

 

38.寒川誠二 

次世代高密度プラズマエッチング技術。 

半導体専門講習会（半導体研究振興会、蔵王、1999）。 

 

39.寒川誠二 

選択ラジカル生成法による高精度酸化膜エッチング。 

九州山口プラズマプロセス研究会（プラズマエレクトロニクス分科会、山口、1999）。 



 

40.寒川誠二 

高密度プラズマを用いたドライエッチング技術。 

第28回薄膜・表面物理基礎講座（応用物理学会薄膜・表面分科会、東京、1999）。 
 

41.寒川誠二 

プラズマエッチング高精度化へのチャレンジと今後の展望 

東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究研究会（東北大学電気通信研究所、仙台、2000） 

 

42.寒川誠二 

UHFプラズマ特性とエッチング 

応用物理学会連合講演会シンポジウム（応用物理学会、東京、2000） 

 

43.寒川誠二 

UHF帯、マイクロ波帯大口径プラズマ生成技術 

照明学会（照明学会、東京、2000） 

 

44.寒川誠二 

絶縁膜材料エッチング技術 

応用物理学会プラズマエレクトロニクス講習会（応用物理学会、東京、2000） 

 

45.寒川誠二 

プラズマエッチングプロセスの課題と今後の展望 

電子情報通信学会シリコン材料デバイス研究会（電子情報通信学会、仙台、2000） 

 

46.寒川誠二 

プラズマエッチング高精度化へのチャレンジ 

化学工学会（化学工学会、浜松、2000） 

 

47.寒川誠二 

プラズマエッチング技術動向と今後の展望 

電子技術総合研究所・ナノテクノロジーセミナー（電子総合研究所、筑波、2001） 

 

48.寒川誠二 

プラズマエッチング技術高精度化へのチャレンジと今後の展望 

無機材質研究所・第１９回耐熱材料研究会（無機材質研究所、筑波、2001） 

 

49.寒川誠二 

プラズマエッチングにおけるサブサーフェス 

2001年春応用物理学会シンポジウム（応用物理学会、東京、2001） 



 

50.寒川誠二 

ナノテクノロジー時代のプラズマ加工―超微細加工へのチャレンジ― 

半導体技術応用研究協議会（長崎県、長崎、2001） 

 

51.寒川誠二 

プラズマエッチングにおける放電周波数の効果とUHFプラズマによる高精度エッチング 

2001年秋応用物理学会・論文賞受賞記念講演（応用物理学会、名古屋、2001） 

 

52.寒川誠二 

高密度低エネルギー中性粒子生成技術とナノプロセス 

応用物理学会シリコンテクノロジー分科会第３７回研究会（応用物理学会、東京、2002） 

 

53.寒川誠二 

プラズマエッチング技術の新展開 

東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究研究会（東北大学電気通信研究所、仙台、2002） 

 

54.寒川誠二 

今後の装置開発戦略 

2002年春季応用物理学会シンポジウム（応用物理学会、神奈川、2002） 

 

55.寒川誠二 

マルチ粒子ビームによる高精度加工と今後の展開 

2002年秋季応用物理学会分科内招待講演（応用物理学会、新潟、2002） 

 

56.寒川誠二，山下一郎：バイオナノプロセス：微細化への新たなアプローチ，第64回応用物理学
会学術講演会，Vol. No. 31p-YA-8, (2003). 
 
57.寒川誠二、新しいビームを用いた究極のトップダウン加工、応用物理学会スクール（応用物理学
会、東京、2004）. 
 
58.寒川誠二、新しいビームを用いた究極のトップダウン加工、大阪大学特別講演、（大阪大学、大
阪、2004）. 
 
59.寒川誠二、新しいビームを用いた究極のトップダウン加工、奈良先端科学技術大学院大学特別講
演、（奈良先端科学技術大学院大学、奈良、2004）. 
 
60.寒川誠二、新しいビームを用いた究極のトップダウン加工、プラズマ夏の学校、（核融合学会、
岩手、2004）. 
 
 



61.寒川誠二、プラズマエッチングの最前線とナノ加工、薄膜デバイス研究会、（薄膜材料デバイス
研究会組織委員会、奈良、2004）. 
 
62. 寒川誠二、プラズマエッチングの最前線とナノ加工、光産業技術振興協会（奈良、2004）. 
 
63.寒川誠二、高精度プラズマプロセスのためのオンウエハーモニタリング、第２２回プラズマプロ

セシング研究会、（応用物理学会、名古屋、 2005） 

 

64.寒川誠二、新しいビームを用いたトップダウン加工＝究極のトップダウン加工を目指して＝、ナ

ノテクシンポジウム、（立命館大学ＣＯＥ推進機構、人電気学会、滋賀、２００５） 

 

65. 寒川誠二、プラズマエッチングの最前線とナノ加工、第 22 回「センサ・マイクロマシンと応
用システム」シンポジウム、A3-1（電気学会センサ・マイクロマシン準部門、東京、２００５） 
 
66. 寒川誠二、中性粒子ビームを用いた究極のトップダウン加工、応用物理学会九州支部特別講演
会（九州大学、博多、２００５） 
 
（６）大学での特別講義講演 

 

1.寒川誠二 

プラズマエッチング技術の現状と課題。 

慶応大学電気工学科特別講演（慶応大学、神奈川、1994）。 

 

2.寒川誠二 

タイムモジュレーションプラズマによる高精度エッチング。 

大阪府立大学ニューフロンティア材料研究会、（大阪府立大学、大阪、1995)。 

3.寒川誠二 

超LSIにおけるプラズマエッチングの現状と課題。 

九州大学理工学研究科特別講演、（九州大学、博多、1995）。 

 

4.寒川誠二 

超LSI における微細加工技術とマイクロエレクトロニクス最前線。 

慶応大学電子工学セミナー、（慶応大学、神奈川、1996）。 

 

5.寒川誠二 

プラズマエッチング技術。 

九州大学大学院特別講義（九州大学、博多、1996）。 

 

6.寒川誠二 

超LSIにおけるプラズマエッチング技術。 

防衛大学電気工学教室特別講義（防衛大学、神奈川、1996）。 



7. Seiji Samukawa 
Pulse-time-modulated ECR Plasma discharge for highly selective, highly anisotropic and charge-free etching. 
1996 Spring semester seminar series, The university of New Mexico (The university of New Mexico, 
Albuquerque, 1996). 
 

8.寒川誠二 

放電周波数の効果とUHFプラズマによる高精度エッチング。 

慶応大学プラズマエレクトロニクスセミナー、（慶応大学、神奈川、1997)。 

 

9.寒川誠二 

ULSIデバイスの開発。 

慶応大学理工学部気体電離工学、特別講義 (慶応大学、神奈川,1997)。 

 

10.寒川誠二 

Gbit級超LSIにおけるプラズマエッチング技術。 
静岡大学理学部物理学科プラズマサイエンスセミナー（静岡大学理学部、静岡、1997)。 

 

11. Seiji Samukawa 
Effects of discharge frequency on EEDF and etching characteristics in high-density plasma.  
ERC for plasma-aided manufacturing seminar series, University of Wisconsin-Madison (University of 
Wisconsin-Madison, Madison, 1997). 
 

 12.寒川誠二 

放電周波数の効果とUHFプラズマによる高精度エッチング。 

東北大学電気通信研究所講演（東北大学電気通信研究所、仙台、1998）。 

 

13.寒川誠二 

超LSIデバイスにおけるエッチング高精度化へのチャレンジ。 

東北大学流体科学研究所特別講演（東北大学流体科学研究所、仙台、1998)。 

 

14.寒川誠二 

超LSIデバイスにおける微細加工技術。 

慶応大学理工学部物理情報工学科特別講義（慶応大学、神奈川、1998）。 

 

15.寒川誠二 

新ガスケミストリーによる高精度酸化膜エッチング技術。 

慶応義塾大学理工学部電子工学科特別講義（慶応大学、神奈川、1999）。 

 

16.Seiji Samukawa 
New Radical Injection Method for High-Performance and Charge-less Dielectric Etching. 
1999 Spring Seminar, California Institute of Technology (California Institute of Technology, Panaseda, 1999). 



17.Seiji Samukawa 
High-performance and Damage-free Etching Processes for Future ULSI Patterning. 
Seminar in Microelectronics Laboratories, Laboratoire D'Electronique De Technologie Et D'Instrumentation 
(Leti, Grenoble, 1999). 
 
18.寒川誠二 
選択ラジカル生成法による高精度酸化膜エッチング。 

慶応義塾大学理工学部プラズマエレクトロニクスセミナー（慶応大学、神奈川、1999） 

 

19.Seiji Samukawa 
New Radical Injection Method for High-Performance and Charge-less Dielectric Etching. 
Seminar in National Chiao Tung University (National Chiao Tung University, Hsin Chu, 2001). 
 

20.Seiji Samukawa 

Advanced Plasma Etching and Fabrication of nano-structure. 

台湾・成功大学セミナー（成功大学、台南、2004） 

 

21. Seiji Samukawa 

Advanced Plasma Etching and Fabrication of nano-structure. 

台湾・交大学セミナー（交通大学、新竹、2004） 

 

22. Seiji Samukawa 

Advanced Plasma Etching and Fabrication of nano-structure. 

台湾大学セミナー（台湾大学、台北、2004） 

 

23.寒川誠二、プラズマエッチングの最前線とナノ加工 

特別講義（大阪大学大学院工学研究科、大阪、２００５） 

 

(7)論文賞、学会賞、その他受賞  

 

1. 1997 International Microprocess and Nanotechnology Conference,  
    Outstanding Paper Awards（論文賞）：寒川誠二、塚田勉 
2.1998年石黒賞 （ＮＥＣ功績賞）：寒川誠二 

3.2001年応用物理学会・論文賞：寒川誠二、V.M.Donnelly, M.Malyshev 

4.2002年応用物理学会・JJAP編集貢献賞：寒川誠二 

5.2004年応用物理学会プラズマエレクトロにクス賞：寒川誠二 

6.2005年慶應義塾大学理工学部同窓生表彰：寒川誠二 

 

 

 



(8)登録特許リスト 

 

8-1.日本国内 

 

1. 寒川誠二、登録1427318（特願57-082585）、ドライエッチング装置。 

2. 寒川誠二、登録1516474（特願58-166562）、ドライエッチング装置。 

3. 寒川誠二、登録1822471(特願59-210705）、半導体装置の製造方法。 

4. 寒川誠二、登録1780745（特願60-117103）、半導体装置の製造方法。 

5. 寒川誠二、登録1912678（特願60-293551）、半導体装置の製造方法。 

6. 寒川誠二、登録1896114（特願61-069254）、ドライエッチング方法。 

7. 寒川誠二、登録1908521（特願61-170231）、半導体装置の製造方法。 

8. 寒川誠二、登録1977098（特願61-258907）、素子分離領域の形成方法。 

9. 寒川誠二、登録1948132（特願61-213156）、ドライエッチング方法。 

10. 寒川誠二、登録1992686（特願61-221092）、ドライエッチング方法。 

11. 寒川誠二、登録1954103（特願63-036944）、ドライエッチング方法。 

12. 寒川誠二、登録2099974（特願63-155498）、半導体装置の製造方法。 

13. 寒川誠二、登録2105177（特願平1-212277）、半導体装置の製造方法。 

14. 寒川誠二、登録2623827（特願平1-118237）、マイクロ波プラズマ処理装置。 

15. 寒川誠二、登録2634910（特願平1-196154）、マイクロ波プラズマ処理装置。 

16. 寒川誠二、登録2811880 (特願平2-058606)、ドライエッチング方法。 

17. 寒川誠二、登録2639292（特願平4-319595）、ECRプラズマ処理装置。 

18. 寒川誠二、登録2827660（特願平4-029820）、マイクロ波プラズマ処理装置。 

19. 寒川誠二、登録2606551（特願平5-122186）、中性粒子ビームエッチング装置。 

20. 寒川誠二、登録2641390（特願平6-122978）、プラズマ処理装置。 

21. 寒川誠二、登録2820083（特願平7-289723）、質量分析装置及ラジカル計測方法。 

22. 寒川誠二、登録2845163（特願平7-115655）、プラズマ処理方法およびその装置。 

23. 寒川誠二、登録2842344（特願平7-295132）、中性粒子ビーム処理装置。 

24. 寒川誠二、登録2957403（特願平5-334488）、プラズマエッチング方法とその装置。 

25. 寒川誠二、登録2972477（特願平5-029613）、ＲＦ・ＥＣＲプラズマエッチング装置。 

26. 寒川誠二、登録2937907 (特願平08-310352)、プラズマ発生装置。 

27. 寒川誠二、登録3042450 (特願平09-167523)、プラズマ処理方法。 

28. 寒川誠二、登録2991192 (特願平10-208069)、プラズマ処理方法及びプラズマ処理装置。 

29. 寒川誠二、登録3336975 (特願平10-286824)、基板処理方法 

30.寒川誠二、登録3071450、マイクロ波プラズマ処理装置 

 

 

 

 

 

 



8-2.米国特許 

 
1. Seiji Samukawa, US Patent-5013401, Microwave Plasma Etching Method and Apparatus 
2. Seiji Samukawa, US Patent-5366586, Plasma Formation using ECR and Method for Processing Substrate by 
using the Same. 
3.Seiji Samukawa, US Patent-5401351, RF Plasma Etching Apparatus 
4. Seiji Samukawa, US Patent-5468341, Plasma etching method and therfeor 
5. Seiji Samukawa .、US Patent-5565738, Plasma Formation using Spokewise Antenna 
6. Seiji Samukawa, US Patent-5744796, Amass and Radical Measurement Method 
7. Seiji Samukawa, US Patent-5827435, Plasma processing method and equipment used therefor. 
8.Seiji Samukawa, US Patent-5900699, Plasma Generator with a Shield Interposing Antenna. 
9.Seiji Samukawa, US Patent-6348158 Plasma processing with energy supplied 
10. Seiji Samukawa, US Patent-6177147 Process and apparatus for treating a substrate 
11.Seiji Samukawa, US Patent-6054063 Method for plasma treatment and apparatus for plasma treatment 
12.Seiji Samukawa, US Patents-6043608 Plasma processing apparatus 
13. Seiji Samukawa,US Patents-5936352 Plasma processing apparatus for producing plasma at low electron 
temperatures  
14. Seiji Samukawa,US Patents-6909087 Method of processing a surface of a workpiece 
15. Seiji Samukawa,US Patents- 6909086 Neutral particle beam processing apparatus 
15. Seiji Samukawa,US Patents-6861642 Neutral particle beam processing apparatus 
16. Seiji Samukawa,US Patents-6861643 Neutral particle beam processing apparatus 
17. Seiji Samukawa,US Patents-6858838Neutral particle beam processing apparatus 

18. Seiji Samukawa,US Patents-6849857 Beam processing apparatus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patentstorm.us/patents/6348158.html
http://www.patentstorm.us/patents/6177147.html
http://www.patentstorm.us/patents/6054063.html
http://www.patentstorm.us/patents/6043608.html
http://www.patentstorm.us/patents/5936352.html
http://www.patentstorm.us/patents/5936352.html
http://www.patentstorm.us/patents/6909087.html
http://www.patentstorm.us/patents/6909086.html
http://www.patentstorm.us/patents/6861642.html
http://www.patentstorm.us/patents/6861643.html
http://www.patentstorm.us/patents/6849857.html


(9)社外組織との関わり 

 

9-1共同研究 

 

1.名古屋大学工学研究科量子工学専攻;後藤俊夫教授（UHFプラズマ、ラジカル計測、微粒子） 

2.静岡大学理学部物理学科;三重野哲助教授（負イオン計測、パルス変調プラズマ） 

3.防衛大学電気工学教室;中野俊樹助教授（UHFプラズマ、イオン速度分布計測） 

4. Lucent Technologies, Bell Laboratories, USA; Dr.Vincent M. Donnelly  
     (UHF plasma, Pulsed Plasma). 
5.Universite Joseph Foruier and CNSR, France; Prof.N.Sadeghi  
     (UHF Plasma, Ion Velocity). 
 

9-2.学会役員 

 

1.応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会幹事（1992-1994）、副幹事長(2000-2002). 

2.応用物理学会学会誌編集委員（1994-1996). 

3.国際マイクロプロセスコンファレンス論文委員 

   （応用物理学会、1993-1997, 1996-97:セクションヘッド, 2000-）. 

4.ドライプロセスシンポジウム論文委員(電気学会、1994-, 1996:副委員長,  

 1997:委員長, 1998年：運営委員, 副委員長, 1999-運営委員). 

5.反応性プラズマ国際会議（応用物理学会、1994:実行委員、1997:組織委員、 

 1998:組織委員, 1999-:組織委員, 2006:プログラム委員長). 

6.米国物理学会GEC executive committee（American Physical Society, 1995-1997年）. 
7.Japanese Journal of Applied Physics 編集委員（1997年-）. 
8.電気学会専門調査委員会”非平衡プラズマのモデリングと微細加工”幹事(1997年-2002年). 

9.電気学会電子衝突断面積専門調査委員会、委員（1995年-）. 

10. American Vacuum Society, program committee (1997年-2002年) 
executive committee(2005-2007年). 

11. International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms,  
    organizing committee (物理学会原子衝突協会、1998年-). 
12. International Workshop on Basic Aspect of non-equilibrium Plasma and Interaction with Surface,                   
   Organizing committee (JSAP、1999年-). 
13.応用物理学会シリコンテクノロジー分科会幹事（2002年、2004-2006年） 
14.応用物理学会代議員（2002年―） 
15.機械学会東北支部商議員（2003年-） 

以上 


	17. Seiji Samukawa,US Patents-6858838Neutral particle beam processing apparatus
	18. Seiji Samukawa,US Patents-6849857 Beam processing apparatus

